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BCY 58 - BCY 59

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Transistors

Anwendungen: Aligemein und NF-Verstérker
Applications: General and AF amplifiers

Besondere Merkmale: Features:
® Verlustleistung 1 W ® Power dissipation 1 W
® In Gruppen sortiert ® /n groups selected
® Komplementar zu BCY 78, BCY 79 ® Complementary to BCY 78, BCY 79

Abmessungen in mm
Dimensijons in mm

Kollektor mit Gehause verbunden
Collector connected with case

Normgehause
Case

18 A3 DIN 41876
JEDEC TO 18

Gewicht - Weight

max. 0,5 g

Absolute Grenzdaten BCY 58 BCY 59
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 32 45 \)

Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 32 45 \

Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung Uego 7 Vv

Emitter-base voltage

Kollektorstrom Ic 200 mA

Collector current

Basisstrom Ig 50 mA

Base current

Gesamtverlustleistung

Total power dissipation

e}

!case =45°C Ptot 1 w
Sperrschichitemperatur 5 200 °C
Junction temperatiire
Lagerungstemperaturbereich lstg —65 ... +200 °C

Storage temperature range

B 2/v.2.496/0875 A1
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BCY 58 - BCY 59
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Warmewiderstande
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

Sperrschicht-Gehause
Junction case

Statische KenngréBen
DC characteristics

lamb Icase —

tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Kollektorreststrom
Collector cut-off current

UCE =32V
Ucg =32V, t3mp = 150°C
U =45V

UCE =45V, [a.mb =180°C

BCY 58
BCY 58
BCY 59
BCY 59

Ucg =32V, Ugg = 0.2V 15 = 100°C

UCE = 45 V, UBE =0,2V, ’amb

*) AQL =0,65% **Yy AQL = 2,5%
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BCY 58

= 100°C

BCY 59

Ringa

Rinac

Ices™
Ioes
Ices )
Ices™)
fcev™

Icev™

Max.

450
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BCY 58 - BCY 59

Emitterreststrom
Emitter cut-off current
UEB =5V

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
Ic =2mA BCY 58

BCY 59

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
I =1pA

Kollektor-Sattigungsspannung

Collector saturation voltage
o= 10mA, Ig = 0,25 mA
Ic =100mA, Ig =25 mA

Basis-Sattigungsspannung
Base saturation voltage
]C = 10 mA, IB = 0,25 mA
Ic=100mA, Ig =25 mA

Basis-Emitter-Spannung

Base-emitter voltage
UCE= 5V,IC= 10pA
UCEZSV’IC: 2 mA
UCE: 1 V,IC= 10 mA
Ucg =1V, Ic =100 mA

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
Ucg=5V. Ic= 10pA Gruppe/Group Vil

Gruppe/ Group VI

Gruppe/ Group I1X
Gruppe/Group X

Ucp =5V, Ic= 2mA Gruppe/Group Vil

Gruppe/ Group VI

Gruppe/Group IX
Gruppe/Group X

Ucg = 1 V. Ig = 10mA Gruppe/Group VIl

Gruppe/Group VIIi

Gruppe/Group IX
Gruppe/ Group X

Ucg =1V, Ic =100 mA Gruppe/ Group Vil

*) AQL = 0,65% Gruppe/Group 1X

3
D) % =001, 1, =03ms Gruppe/ Group X

Gruppe/ Group VIl

Iego

WBmCEO:) 32
Ugryceo™ 4%

Usrieso " 7

UCEsat T)
UcEsat )

UBEsat *) 0,6

UnEsat ) 0,75
UBe

Ugg 550
Uge

Uge "

heg

hEE 20
hFE 100
heg®) 120
hFE*) 180
heg®) 250
heg™) 380
hEE 80
heg 120
hep 160
heg 240
hFe " 40
hFE I) 45
heg " 60
hEE D) 60

Typ.

100
700

0,7
0,9

500
600
700
750

78
145
220
300

170
250
350
500

190
260
380
550

Max.

10

350

0,85
1,2

700

220
310
460
630

400
630
1000

nA

mV
mV

<

mV
mV
mV
mV

163



BCY 58 - BCY 59

Dynamische KenngréBen
AC characteristics

tamb = 25°C
Transitfrequenz

Gain bandwidth product
Uce=5%V, o =10mA, f = 100MHz JT

Kollektor-Basis-Kapazitat
Collector-base capacitance

Emitter-Basis-Kapazitat
Emitter-base capacitance
UEB =05V, f=1MHz CEBO
RauschmaB
Noise figure
Ucg =5V, Ic =200 yA, Rg = 2kQ,
S =1KkHz, Af =200 Hz F

Vierpol KenngroBen
Two port characteristics

famb = 25°C

Emitterschaltung
Common emitter configuration

UCE=5V,IC=2mA,f=1kHZ

KurzschluB-Eingangswiderstand
Short circuit input resistance

Gruppe VII hie
Group

Gruppe Viil hio
Group

Gruppe IX hie
Group

Gruppe X Bia
Group
Leerlauf-Spannungsriickwirkung
Open circuit reverse voitage transfer ratio

Gruppe VII hre
Group
Gruppe Vill hre
Group
Gruppe IX hre
Group
Gruppe X hra
Group
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Min. Typ.

125 250

3,5

27
3,6
45

7.5

1,6 -

Max.

15

107

-10™

-10™

MHz

pF

pF

aB

kQ
kQ
kQ

kQ



BCY 58 - BCY 59

KurzschluB-Stromverstéarkung
Short circuit forward current transfer ratio

Gruppe VI
Group
Gruppe VI
Group
Gruppe IX
Group

Gruppe X

Leerlauf-Ausgangsleitwert Group

QOpen circuit output conductance
Gruppe VI
Group
Gruppe VHI
Group
Gruppe IX
Group

Gruppe X
Group

Schaitzeiten
Switching characteristics
tamb = 25°C
IC = 10 mA, [B-I = —182 =1mA

Einschaltzeit
Turn-on time

Ausschaltzeit
Turn-off time
IC = 100 mA, [B1 = —IBz =10 mA
Einschaltzeit
Turn-on time

Ausschaltzeit
Turn-off time

R =501}
ff=1<2ns
!
P
T =00

Ip=1|.1,1

MeBschaltung fiir:
Test circuit for:

'Yy siehe MeBschaltung’
see test circuit

125

175

250

350

Typ.

200

260

330

520

18

24

30

50

Max.

250

350

500

700

30

50

60

100

150

800

1580

800

Oszilloskop:
Oscilloscope:

R,2100 kQ

76.483

pS
uS
KS

pS

ns

ns

ns

ns
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BCY 58 - BCY 59
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BCY 58 - BCY 59
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